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販売価格（税別）  

   構造解析レポート    ¥400,000 

   プロセス解析レポート   ¥400,000 

SiC MOSFET 「APT80SM120B」の特徴 

 ・ Vdss = 1200V、Id=80A、 

  単位面積あたりのオン抵抗 RONxA =1076mΩ・mm2 （トランジスタ活性領域面積） 

 ・パッケージ密度を最大化にするためにソースパッドと ゲートパッドに 

  ダブルメタル層が使用されています。 

 

・ 構造解析レポートでは、トランジスタやパッケージの構造解析と材料分析を、 

   プロセス解析レポートでは、構造解析レポートの結果を基に、製造プロセス 

  フロー、フォト/マスキングのプロセス工程数、エピ層の不純物濃度を分析し、 

  本製品の特徴を明らかにしています。 

パッケージ写真  

Microsemi製1200V SiC MOSFET 「APT80SM120B 」 
構造解析、プロセス解析レポートリリース 

2017年9月、株式会社エルテックは、Microsemi製 1200V SiC MOSFET 

「APT80SM120B」の構造解析レポート、プロセス解析レポートをリリースしました。 
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